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Telefunken Transistor BD442 Datasheet

BD 438 - BD 440 - BD 442

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epibase Power Transistors

Anwendungen: Allgemeain im MF-Baereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale: Fealures:
@ Hohe Spitzenleistung @ High peak power
@ Verlustleistung 36'W @ Power dissipation 36 W
® Gepaart lieferbar ® Matched pairs available
® BD 438, BD 440, BD 442 sind komple- ® BD 438, BD 440, BD 442 are comple-
mentdr zu BD 437, BD 439, BD 441 rmentary to BD 437, BD 438, BD 441

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
1 -
- A i Y 138
P ————

Faollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with

metallic surface
Zubehér
Accessor
cee o Normgehause
Isolierscheiba Case
Isolating washar Bast. Nr. 119880 12 A 3 DIM 41 896
JEDEC TO 126 (S0OT 32)
Zahnscheibe Gewicht - Weight
Lock wa Best. Nr. 119881 max. 08¢
Absclute Grenzdaten BD438 BD440 BD442
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung =lego 45 60 80 v
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung - Ueeo 45 &0 ao v
Collector-amitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggp 5 v

Emitter-base vollage
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Telefunken Transistor BD442 Datasheet

BD 438 - BD 440 - BD 442

Kollektarstrom -l 4 A
Collecter current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Ip < 10ms =lom T A
Basisstrom -Ig 1 A
Base currant
Gesamtverlustieistung
Total power dissipation

Iﬂ.“ é EE“G Plul W‘ W
Sperrschichitemperatur Ut 150 °c
Junction temperaturs
Lagerungstemperaturberaich Isig —55, +150 *C
Storage temperature range
Anzugsdrehmoment My 1) T0 N cm
Tightening torgue
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0 50 100 °C 1 5 10 50 v
‘case —™ ~lce

1) mit M 3-5Schraube und Zahnschelbe

with scraw M3 and lock washer Bast Nr. 118881
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Telefunken Transistor BD442

Datasheet

BD 438 - BD 440 - BD 442

WErmewiderstinde Min. Typ.
Thermal resistances

Sperrachicht-Umgebumng RI.I\M
Junction ambient

Sparrschicht-Gehiuse Riic
Junclion case

mit Isolierscheibe Rinic
with isolating washer Best, Nr, 119880

mit Isolierscheibe und Paste Rynuc
with isolating washer and paste

KenngriBen
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
uniess otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

-lpg = 45V BD438  -Icap
_UC-E' = g0V BD 440 _'FGB-'D
= {'GE = B0V Bl:l “2 - IﬂED

lamb = 150°C, —lUpg ~ 45V BD 438  -lcgo
~lUgg - 80V BD 440  -icpg
=lpg = B0V BD 442 - 'FGBG

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collectar-emitter breakdown voltage

_:C = 100 mA BD 438 - E":[EH]CE'DIF 45
BD 440 = UI:EFIH:EG B0
BD 442 - U:BFI}CEG '} 80
- .Ilc = 100 pn‘-". BD 438 - LI:;BH:I‘GEﬁ 45
BD 440 - LiBH]C-E5 60
BD 442 - U{HH]GES a0
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown vollage
~lg=1mA ~Upreso 5

Kollektor-Sattigungsspannung
Caollector saturation voltage

=lg = 2A, ~lg = 200 mA BD 438 - UI:ESEIIL:I
BD 440, BD 442 - Ucesat!
Basis-Emitterspannung
Base-emitier vollage
-Ugg = 1V, -Ig = 2A BD 438 - Upgg?l

BD 440,BD 442  -Ugg’)

) "g-r_ 001, rp = O3 ms
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Telefunken Transistor BD442 Datasheet
BD 438 - BD 440 - BD 442
Min. Typ. Max.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhalinis
DC forward current transfer ratio
- L.'CE =8Y, —.I'C = 10 mA BD 438 hFE 30
BD 440 .‘FFE 20
BD 442 heg 15
=Ugg = 1V, =l = 500 mA hggt 40 238
_!"IC-E - 1V, —.I'c = 28 BD 438 .I’JFE'r 40
BD 440 hegt) 25
BD 442 hegt 15
For Paare gilt das /i pe-Verhaltnis
hpe matched pair ratio
= rCE = l'ﬂ'.—fc = 500 mA ) 14
Transitfrequanz
Gain bandwidth
=lpgg = 10V, =/ = 260mA, = 1MHz i1 3 MHz

I
1) £ =001 15 = 03ms
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